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Hesabatda asagidaki mesalalar isiqlandirilmalidir:

1 | Layihanin hayata kegirilmasi {izrs yerine yetirilmis islor, istifade olunmus {isul ve yanasmalar

1. Ca(AlyGa1x)2S4 bark mahlullarinin rentgen qurulus tedqigatlar

2. Ca(AIXGa1_X)284:Eu2+ bark mahlullarinin FL ve FL-nin hayacanlanma spektrlarinin tadqiqi.

3. CasGayS7: 5%EuF; kristalinin FL va FL-nin hayacanlanma spektrlarinin tadgiqi.

4. CagsBag5GasS4:Ce® ,Sm* bark mahlullarin FL spektrlarinin tadgqigi.
istifade olunmus iisul ve yanagmalar

1.Birlagmalarin toz halinda rentgen faza analizleri (RFA) “XRDD8 ADVANCE” rentgen
difraktometrinde  carayan siddatinin ve anod garginliyinin giymatleri lazim olan ssraite uygun
secilmis va optimal saraitde apariimisdir. Birlesmalarin RFA rentgenoqramalari yiksak keyfiyyatla
¢okilmis ve atomlararasi masafalari baza malumatlar ile yoxlanilmigdir.

2.FL-nin hayacanlanma spektrini 6lgan qurgunun sxemi sakilde gostarilmisdir:




‘E’ Sis55ESesr w,

$akil : FL -nin hayacanlanma spektrlarini ¢akilmasi ugiin istifada olunan qurgunun prinsipial
sxemi.

N — agiq havada ve ya kriostatda tutacaga yerlagdiriimis nimuna, KL — ksenon lampasi, HM —
hayacanlandirici monoxromator MDR-12, QM — qeydedici monoxromator MDR-23, BK — birlagmis
kondensorlar, OM — optik modulyator MC1000 (Thorlabsinc.), iB — OM idars bloku, SG — sinxron
guclandirici MC 500 (Sciteklnstruments), FD — giict 6lgmak tgln fotodiod (ThorlabsPM100), FEC —
fotoelektron ¢oxaldici - Hamamatsu, FK — fardi kompyuter.

3.CasGaySy kristallik birlasmaleri berk cisim reaksiyasi ile CaS, Ga,S; ve EuF; ikigat
birlesmalerinin stexiometrik qansigindan 1400 K temperaturda sintez edilmisdir. Sintez prosesi
yiiksak keyfiyyatli kvarsa ampulada 10 mm civa. st. tartibinde vakuum seraitinde apariimisdir.

4. Hayacanlanma spektrlori otaq temperaturunda (300 K) ksenon manbadan monoxromatik
stilanmanin tesiri altinda apariimisdir.

5.Hayacanlandirici menbanin giiciiniin 10 — 10° Vt/sm? intervalinda FL spektrlori ¢akilmis ve
integral inensivliklilarin analizi ssasinda geyd edilan giic sixhgi intervalinda birlasmalerin FL
efektiviliyi analiz edilmisdir. Tacrubaler 405 nm dalga uzunluglu 50 ns-lik impuls sialanmasina
malik inGaN lazer diodundan istifade olunmagla apariimisdir.

6.CasGa,S7:Eu** (5 %) mikrotozlarinda FL-nin sénma kinetikasi 4-cii harmonikali femtosaniye
tartibli silanmaya malik Yb:KYW lazerinden (Anoy = 260 nm) istifade olunmagla tadqiq olunmusdur.

7. CapsBagsGayS4Ce® (x at.%), Sm® (5 at.%) kristallik birlosmaleri bark cisim reaksiyasi ilo
CaS, BaS, Ga,S; ,CeF; ve SmF; ikigat birlosmalerinin stexiometrik qarnsigindan 1600 K
temperaturda sintez edilmisdir. Sintez prosesi yitksok keyfiyyatli kvarsa ampulada 10 mm civa.
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st. tartibinde vakuum saraitinde aparilmisdir.

8.Fotolimensensiya spektrloeri HeCd lazer sialanmasi vastasile taedqiq edilmisdir.
Cao.sBag5GaS4:Ce* (x at.%), Sm* (5 at.%) mikrotozlarinda FL-nin sénma kinetikasi 4-cii
harmonikali femtosaniye tertibli silanmaya malik Yb:KYW lazerindan (Aney = 260 nm) istifade
olunmagqla tedqiq olunmusdur.

Layihanin hayata kecirilmasi tizra planda nazards tutulmus islerin yerina yetiriima deracasi (faizle
giymetlandirmali)

85%

Hesabat dovriinde alinmis elmi naticalar (onlarin yenilik deracesi, elmi ve tacriibi shamiyysati,
naticelarin istifadesi ve tetbigi mimkin olan sahaler aydin sakilde goéstarilmalidir)

1.Sa(AlyGa1x)2S4 bark mahlullarinda A" jonlarinin konsentrasiyasinin artmasi ilo faza kegidi
bas vermir, bitin bark mahlullarin difraksiya spektrlari ortorombik sinqoniyali, Fddd faza qruplu
kristal qurulusa uygun galir. Sa(AlyGa.x)2S4 bark mahlullarinin kristal qurulusu tgcin miayyan
edilmis simmetriya grupu va elementar gafesin parametrlarinin giymati demak olar ki, CaGazS,
birlesmasinin kristal qurulusu ile ust-uste dusmuasdiar. Qeyd edak ki, Sa(AlyGaqx)2Ss bark
mahlullarina asqar kimi daxil edilen Eu®" ionlan kristal qurlusda nazera c¢arpan dayisikliklere
gatirib ¢ixarmur.
2. Ca(AlGa1)S4Eu?* (0 < x < 1) bark mahlullarinda Eu?* ionlarinin elektron kegidlari hesabina
yaranan fotoliminessensiya spektrlorinin maksimumlan x-in dayismasi ile 560 nm-den 516 nm-a
gader siiriisir. Miiayyan olunmusdur ki, Ca(Al,Ga1.)2S4Eu?* bark mahlullarinda A** ionlarinin
migdarinin artmasi sentroid sirismasini azaldir ve naticede 5d — 4f kegidlarina uygun olan
enerjinin artmasi ve FL spektrinin qisa dalgalara dogru sirismasi bas verir.
3. Miiayyan olunmusdur ki, Ca(Al,Ga1x)2S4 matrisinde Eu?* ionlarinin konsentrasiyasinin 3%-
dan 7%-a qgadar artmasi ile dalga uzunlugunun 510+630 nm diapazonunda FL-nin inteqral
intensivliyi tagriben ¢ defe artir ve maksimumlarin sirismasi muasahide olunmur. FL-nin
integral intensivliyinin artmasinin sebabi Eu®* ionlarinin kristal daxilinde barabar paylanmasi ile
bagl luminessensiya markazlari arasinda enerji oturilmasinin  azalmasidir.  FL-nin
maksimumlarinin - siirismamasinin  sebabi  Eu®" ionunun etrafinda kristal mihitin sabit
galmasidir.

4. CagsBagsGazS4Ce® ,Sm**bark mehlullari 325 nm dalga uzunlugunda ve otaq
temperaturunda HeCd lazer sialanmasi ile optik hayacanlanmada spektrin mavi-yasil— sar
oblastinda intensiv  fotoliminesensiyaya malikdirler (Sekil 1, woyri 1, 2 ve 3).
Cao.sBag5Ga,S4:Ce®" , Sm**bark mahlullarin fotoliminessensiya spektri 470 nm maksimuma uygun
galen 400 - 600 nm intervalinda genis bir zolagi ashate edir. Bu fotoliminessensiya spektri
yarimkecirici matrisde Ce>®" ionlari ticiin xarakterik olan ve 4f '(?Fs)) <« 4f%5d " 4f '(*F75) — 4f%5d °
kecidlerina uygun galen iki sitalanma zolagindan ibaratdir.

5. Mivafiq olaraq, sakil 1-da géstarildiyi kimi (ayri 1, 2, 3), CagsBagsGa»S4:Ce>*,Sm* bark
mahlullarinin fotoliminessensiya hayacanlanma spektri 250-340 nm va 360-425 nm
oblastini shata edan ve uygun olarag 300 nm va 405 nm maksimumlarla malik iki zolaq
toskil edir. Cag sBagsGa»S4:Ce>*, Sm* bark mahlullarinda Ce>* ionlarinin konsentrasiyasinin
dayismasi hayacanlanma spektrlarinin qurulusunda ve formasinda dayisikliklere sabab
olmur. Sakil 1-a asasen CagsBagsGa,S4:Ce*, Sm® bark mahlullarinda Ce* ionlarinin
konsentrasiyasinin 1 at.% 5 at.% gadar artmasi fotoliminessensiya intensivliyinin texminan
ikigat artmasina va stialanma zolaginin shamiyyeat kasb etmayan 2 nm yerdayismasina




| Ca, sBa, sGa,S,:Ce’" (x %), Sm™ (y %)
08 Aposs = 325 HM 3
| kper =500 am
3 0.6 1
jant
=
o
Ng 0.4
0.2
0.0

T T T I T T T T T T T T T
250 300 350 400 450 500 550 600
gatirib ¢ixarr. A, HM
sakil. 1. Otaq temperaturunda x = 1 at.% (ayri 1, 1),

3 at.% (ayri 2, 2’) va 5 at.% (ayri 3, 3) olmagla SagsVagsGazS4:Ce® (x),
Sm®* (5 at.%) bark mahliillarinin fotoliiminessensiya spektrlari (ayri7,2,3)
va fotoliminessensiyanin hayacanlanmasi (eyri 7', 2',3’)

Cao.sBagsGaS4:Ce* (x %), Sm*" (5%) bark mahlullarinin fotoliiminessensiya kinetikasinin
sénmasinin eksperimental tadqiqi Yb:KYW femtosaniya lazerinin dérdinct harmonik sialanmasi
ile hayacanlandirilaraq otaq temperaturunda apariimigdir.
Cao.sBagsGasSs:Ce* (x at.%), Sm** (5 at.%) bark mahlullarin fotoliminessensiyasinin sénma
kinetikasindan fotoliminessensiyanin sénmasinin sabiti misyyan edilmisdir: x =1 at.% ve 5 at.%
olmagla fotoliminessensiya sénma kinetikasinda yalniz fotoliminessensiyanin sonmae sabiti
mavafiq olaraq 50 ve 31 ns olan yavas komponent var.
Sintez prosesi zamani kicik atom radiuslu kalsium ionlar ile avez olunan serium ionlarinin
konsentrasiyasinin artmasi natiasinde matrisin kristal sahasi dayisir ki, bu da spektral sirismasi
yaradir. $akil 2-den gorunduyt kimi, FL spektr qolunun va hayacanlanma spektrinin uzun dalga
golunun ust-Gsta dismasini naezere almagla FL spektri guzgi aksi CagsBagsGasS,:Ce® ,Sm*”
beark mahlullarinda udulma (A,q) Vo stialanma (Ar) dalga uzunluglanni ve uygun olaraq udulma (Eyq)
va stalanma (Ef) enerjilerini tayin etmaya imkan verir.

Noticeda sifirci fonon xattinin enerjisi Eo, Ce* ionlan ucn E = 6.35eV nazere alinaraq D
qirmizi strismasi ve AS Stoks surismasinin enerjilori hesablanmisdir. Alinan naticaler cedvalda
gosterilmisdir.  Gérinduyi  kimi  CagsBagsGazSsCe® ,Sm**  bark mahlullarinda
Ce**konsentrasiyasinin 1at.% -den 5at.% qader artinlmasi D qirmizi sirismasinin 37 meV artmasi
va AS Stoks slriasmasinin 48 meV azalmasi ile misahida olunur. Bu, CaosBagsGa,Ss:Ce® ,Sm®
bark mahlullarin fotoluminessensiya spektrinde askar edilmis asagienerijili sirismasinda 6z aksini
tapir.
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sakil .2. - SapsVapsGayS4:Ce’ (x %), Sm** (5 %) bark mahlullarinda x = 1 (@), 3 (b) v 5 (V) (Aney =
325 nm, Aqeyd = 500 Nnm) mivafiq olaraq fotoliminessensiyanin hayacanlanma (1),
fotoliminessensiya (2) va fotoliminessensiyanin giizgu aksi (2") spektrlori.

Cadval . CagsBagsGa,Ss:Ce®,Sm** bark mahlullarinin fotoliminessensiya parametrlarinin
gostoricilari.

ce®, % | Aug, NM E.q4, €V Eo, eV Ag, NM Eq, eV D, eV AS, eV
1 408 3.039 2.877 467 2.655 3.311 0.384
3 411 3.017 2.877 466 2.661 3.333 0.356
5 413 3.002 2.87 465 2.666 3.348 0.336

Yarimkegirici matrislerin eyni zamanda ham serium, ham de samarium ionlari ile asqarlanmasi ¢ox
vaxt sonuncunun fotoliminessensiyasinin sensibilizasiyasi tcin yikin Ce* ionlarnin 5d-
hayacanlanma saviyyasinden Sm®*" ionlarinin 4f-saviyyasine étiirilme mexanizmi sayasinde
aparilir. Naticeda bu, Sm*®" ionlarinda sonraki 4f — 4f elektron kegidlari ilo bagh 550 nm - 700 nm
oblastinda intensiv fotoliminessensiya xatlaerinin yaranmasina getirib ¢ixanr. x=1at% olmagqgla
CaosBagsGazSs:Ce’ (x %), Sm* (5%) bark mahlulunda Sm*" ionlarindaki kegidlarin hesabina dar
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xatlorin miivafiq qrupu 650 nm sahesinde nazare carpmir va sakil.3. (a) uygun olaraq Ce*
ionlarinin fotoliminessensiya intensivliyinden iki defe asagi bir intensivliya malikdir.
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sakil .3. - Tacriba naticesinde 325 nm-da (a) alde olunan hayacanlanma fotoliminessensiya
spektrlori vax=1,3ve 5, T=300K-de 260 nm-da (b) femtosaniya hayacanlandirmada
Cag sBag 5Ga,S4:Ce® (x at.%), Sm* (5 at.%) bark mehlullarin fotoliminessensiya sénmasinin
kinetikasi.

CapsBaosGaSs:Ce* (5 %), Sm>* (5%) bark mahlulunda sensibilizasiya prosesi asag effektivliye
malikdir, bunun sebabi Ce>*ionlarinin 5d-hayacanlanma saviyyasinin  Sm*'ionlarinin  4f-
hayacanlanma saviyyasinden asagr olmasi ile bagh ola biler. Cadvalden goérandiayd kimi
Ce**ionlarinin konsentrasiyasindaki artim, matrisin kristal sahasinin tesiri altinda 5d-
hayacanlanma saviyyasinin daha da azalmasina gaetirib ¢ixanir ki, bu da D qirmizi sirismanin
artmasi ile tesdiglenir. Naticeds, CagsBaosGasSs:Ce** (5 %), Sm** (5%) berk mahlulun
fotoliminessensiya spektrinda, 650 nm bélgadaki Sm*" ionlarinin kecidleri ila bagli xattlor maévcud
deyildir.

9.Tadqiq olunmus ticqat YbGaySes:Nd*>* birlosmalarinin sualanmasi ham neodim ionunun udulma
xotti, heam da zonalararsi kegid vasitesi ilo hayata kegirilir. Zonalararasi hayscanlanma zamani
musahide olunan Nd** ionunun merkazdaxili sialanmasi “Fs, saviyyssi, ham de daha yiiksak
saviyyalardan kegidlarala slagadardir.

10.Asqarlanmamis ve Eu ile asgarlanmis kalsium selenoqalatlarinin polikristallarinda FL-nin
hayacanlanma va sualanma spektrlari, sialanmanin intensivliyinin ve yarnmeninin temperaturdan
asilihg va FL-nin sonma kinetikasinin tadqiqi verilmisdir.

77 (1) vo 300 K (2) temperaturda helium-kadmium lazeri ile hayacanlandirdiqda (Aney =441,6
nm) asqarlanmamis CaGa,Seq kristalinin FL spektrloerini geyd etmak mimkin olmusdu (sakil 1). 77
K temperaturda spektr maksimumlari 526, 596 ve 636 nm-a uygun galen bir-birini érten ¢ genis
zolagdan, 300 K-da ise maksimumu 576 nm olan bir genis zolagdan ibaratdir.

CaGa,Ses kristalinin Eu®* ionu ile asqarlanmasi naticesinde maksimumu 571 nm-o uygun
intensiv, genis sialanma zolag yaranir. Bu spektrin asgarlanmamis kristallarin stialanma spektri ila
muqayisasi gostarir ki, evropium ile asqarlanmamis kristallarin spektrinde 571 nm maksimuma
yaxin intensiv bir sialanma zolagi yoxdur. Bu zolagin intensivliyi evropiumun faiz nisbatinin artmasi
(5%-a qgadaer) ile artir. Bele sualanma zolag: iki valentli evropium ionlan ile asqarlanmis kalsium
tiogallatinin FL spektrinde de musahida olunur va bu Eu?* ionunun 4°5d—4f’markezdaxili kecidlari
hesabina olur.
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Sakil.1 . Muxtalif temperaturlarda CaGa,Se, kristalinin fotoluminessensiya spektrlari K: 1 —77
2-125,3-135,4-169, 5-202, 6 — 233

Belaliklo, Eu®* ionunun 4f°5d—4f" kecidinin sebsb oldugu 571 nm dalga uzunluglu
maksimuma malik stalanma zolaginin mévgeyi aktivatorun konsentrasiyasindan asili deyil (sak.2).
Sokil 2-de CaGa,Sey4: Eu kristalinin 295 K-da fotoliminessensiyasinin hayacanlanma (1) ve
sialanma (2) spektrlori tasvir olunmusdur. Goérandayu kimi, spektr kifayst gader genisdir vo
ehtimal ki, bir nega bir-birini 6rten va bu sababden tam detalli tesvir oluna bilmayan zolaqdan
ibaretdir. Approksimasiya zolaqglarin vaziyyatini giymatlondirmaye imkan verir: 380 nm (3,263 eV),
449 nm (2,762 eV), 501 nm (2,476 eV). Zolaglarnn yarimeni 50-80 nm araliginda yerlosir.

Stalanma ve hayacanlanma spektrlari arasindaki giizgii simmetriyasi alagasini tatbiq edarak,
udulma enerijisinin giymati Egps = 2.67 £ 0.1 eV (464+ 1,0 nm) muayyan edilib (sak.2).

Asagidaki dusturlara esasen f —d udulma ve d—f sualanma kegidlarinin enerjilari tayin edile
biler.

E..=E..-DveE, =E,,—D-AS,

burada Egee — sorbast ionlar ticiin asagi energetik 4f’ va 41°("Fo)5d saviyyalarinin enerii forqi,
D — asagi energetik saviyyanin enerijisi (qirmizi siriisma enerjisi) va AS — Stoks surismasi.
AS Stoks sirisma enerjisi hayacanlanma va siialanma spektrlarindan hesablanmisdir: AS = Egps -
Eem = 2.67 — 2,17 = 0,50 + 0,1eV(4000 + 800 sm™). Eas udulma enerjisinin giymatine asasan
qirmizi D siiriisma enerijisinin giymatini yaxud da serbest ionun (E,., =4.19eV Eu®* ionu iciin)

enerjisina nisbatan an asag f—d kegidinin ionlasma enerjisini hesablamaq olar. Qirmizi D siirisma
enerjisi hesablamisdir.

D = Efee — Eabs ® 4,19 — 2,67 = 1,52 + 0,1 V(12000 + 800 sm™)
FL spektrlari ile FL hayacanlanma spektrlerinin kesisma noqgtesine gore sifirnci fonon xattinin
enerjisi Ep=2,42eV (512 nm) teyin olunmusdu. Bu qiymat FL hayacanlanma va sualanma
spektrlerinden misyyan edilan Stoks sirisma enerjisinin giymati ile yaxsi uygunlasir.

free free

free
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Sok.2. 295 K-da SaGa,Ses:5%Eu kristallarinin fotoliminessensiyasinin hayacanlanma (1) ve
sialanma spektrlori (2).

Udulma va stalanma spektrlorinin nazari arasdirmalarn asasinda alinmis formullardan Stok
surismasi A4S, Xuan Rays parametri S ve yarimenin temperatur asiliigindan fononlarin enerijisi (7w
dcln

AS =(2S-1) hw
eksperimental naticelar asasinda S-Xuan Rays parametri, AS - Stoks sirismasi G¢lin mivafiq olara
11 £2 va 0.63 eV miayyan edilmisdir.

Spektrin (Sak.2.) 510-750nm oblastinda intensiv zolagin olmasi, SaGa,Ses:5%Eu kristalini

liminofor gisminde kommersiya lazerlari vo isiq diodlarinda tatbiq perespektivliyin gésterir.

Musyyan edilmisdir ki, yevropiyum ionlan (Eu) ile aktivlesdirilmis galevi selenoqallatla
(SaGaySes:5%Eu) ozlerinin unikal xasselarine gore optoelektronikada, lazer fizikasinda, enerjiy
gonaatli isiglandirma sistemlarinin asasini tegkil edan ag isiq diodlar texnologiyasinda tatbiq edil
biler.

Layiha iizra elmi nasrlar (elmi jurnallarda maqalslar, monoqrafiyalar, icmallar, konfrans materiallarinda
moaqalalar, tezislar) (derc olunmus, ¢apa gabul olunmus vea ¢apa gondarilmislari ayriliqda qeyd etmakls,
uygun moalumat - jurnalin adi, ndmrasi, cildi, sahifsleri, nasriyyat, indeksi, Impact Factor, hommdtialliflor vo
s. bunun kimi melumatlar - ciddi sokilde daqiq olaraq gosterilmalidir) (suratlorini kagiz iizarinda va CD

saklinda alava etmali!)
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iF:2.6.

9.B.D.Urmanov, M.S.Leanenia, G.P.Yablonskii, O.B.Taghiyev,
K.O.Taghiyev,F.A.KazimovaT.Sh.lbragimova.Photoluminescence

of Ca4Ga2S7:Eu2+Ca4Ga2S7:Eu2+ in wide excitation intensity and temperature range. Modern
Physics Letters B, 2021,https://doi.org/10.1142/S0217984921503929
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Ixtira vo patentlar, samaralosdirici tokliflor

Layiha tizro ezamiyyatlor (ezamiyyoe bas tutmus toskilatin adi, sohar ve 6lks, ezamiyye tarixlori, homginin
ezamiyya vaxti bas tutmus miizakirelar, goriislar, seminarlarda ¢ixislar ve s. deqiq gosterilmsalidir)

Layiha {izra elmi ekspedisiyalarda istirak (egar varsa)

Layiha tizra digar tedbirlards istirak

(burada doldurmali)

Layiha m&vzusu tizra elmi maruzalar (seminar, doyirmi masa, konfrans, qurultay, simpozium vo s.
¢ixislar) (moalumat tam sakilde gostarilmalidir: a) maruzenin novii: plenar, devatli, sifahi ve ya divar
maruzasi; b) tadbirin kateqoriyasi: 6lkadaxili, regional, beynalxalq)

(burada doldurmali)
1. T.N.Mammadova. Red emitting CaS:Eu phosphor for white leds. Second International
Scientific Conference of Young Scientists and Specialist. Baku 2020.
2. B. D. Urmanov,M.S.Leonens,Q. P. ©blonskiy, E. Q. Asadov, T. Q. Nagiev, O. B. Tagiev.
Lazern so slugaynoy qeneraliey na osnove smesey mikroporoskov tverdix rastvorov
ZnCdSSe i I6minoforov CasGa,S7:Eu® i Ca(Alg1Gag.e)2S4:Eu®". IX Mejdunarodnas skola-
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konferentie molodix ugenix i speuialistov «Sovremennie problemi fiziki 2020» 2020, q.
Minsk.

3. T.N.Mammadova. Eu nadir torpaq elementi ila aktivliesdiriimis CaS bilagmasinin qurulus
xassaloari. XX| Respublika EImi Konfransi. Sumqgayit s.

4. T.N. Memmadova. DTA, TG metodlari ile CaS ve CaS:Eu birlesmalarinin termofiziki
xassaloarinin analizi. Umummilli lider Heydar oliyevin anadan olmasinin 98-ci ildénimiine hasr
olunmus “Ganc Tadqigatgilarin V Beynalxalq EImi Konfransi”. 29-30 aprel 2021 — ¢apa taqdim
olunub

Layiha iizra alds olunmus cihaz, avadanliq ve qurgular, mal ve materiallar, komplektlasdirms mamulatlari

Yerli homkarlarla alagaler

1. Azerbaycan Milli EImler Akademiyasi Kataliz ve qeyri-tizvi

Kimya institutu

2. Akademik Yusif Memmadaliyev adina Neft-Kimya Proseslari institutu

3. Rabite ve Yuksak Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyinda “Milli Nive Tadqiqatlar
Markazi”

Xarici hamkarlarla alagalor

1. Moskva Dovlat Unversiteti, Moskva, Rusiya
2. The “NelloCarrara” Institute of Applied Physics (IFAC) / CNR, Florensiya , italiya

Layiha m&vzusu tizre kadr hazirli: (egar varsa)

1.Elsean 9sadov Fizika tzre falsafa doktoru - dissertasiyasini mudafiye edib.
2. Turan Memmadova — magqistr dissertasiyasini mudafiys edib.

Sergilardo istirak (agar bas tutubsa)

Tocriibaartirmada istirak ve tocriibe miibadilesi (egar bas tutubsa)

Layiha m&vzusu ile bagh elmi-kiitlavi nagrlar, kiitlovi informasiya vasitelarinds ¢ixislar, yeni yaradilmis
internet sahifslori va s. (malumati tam goakilds gosterilmalidir)

SIFARISCI: ICRACI:
Elmin Inkisafi Fondu
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AZORBAYCAN RESPUBLIKASININ PREZIDENTI YANINDA

ELMIN INKISAFI FONDU

MUQAVILOYO SLAVO

Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Elmin Inkisafi Fondu
va Belarus Respublika Fundamental Tadqiqatlar Fondunun
qrantlarin verilmasi iizrs 2-ci Azarbaycan-Belarus birga beynalxalq
miisabigasinin (EIF-BGM-3-BRFTF-2+/2017) qalibi olmus

layihenin yerins yetirilmasi iizra

ALINMIS NOTICOLORIN OMOLI (TOCRUBI) HOYATA KECIRILMOSI
VO LAYIHONIN NOTICOLORINDON GOLOCOK TODQIQATLARDA
ISTIFADO PERSPEKTIVLORI HAQQINDA
MOLUMAT VOROQI

(Qaydalar iizra Olava 16)

Layihonin ad1: Nadir torpaq elementlari ils asqarlanmis enlizolaqli xalkogenid vo II-VI yarimkeciricilar

asasinda koherent vo koherent olmayan monoxromatik ve ag isiq manbalari

Layiha rohbarinin soyadi, adi ve atasinin adi: Tagiyev Oqtay Bahadir oglu

Qrantin mablagi: 25 600 manat

Layihanin némrasi: EIF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/01/1-M-04

Miiqavilonin imzalanma tarixi: 24 avqust 2020-ci il

Qrant layihasinin yerina yetirilms miiddati: 12 ay

Layihanin icra miiddsti (baglama va bitmatarixi): 01 oktyabr 2020-ci il - 01 oktyabr 2021-ci il

Diggat! Biitiin malumatlar 12 dl¢iilii Arial srifti ils, 1 intervalla doldurulma

Layihanin naticelarinin amali (tacriibi) hayata kecirilmasi

xarakteristikasi

totbig edils bilar.

Layihonin asas emali (tocriibi) naticelori, bu naticelorin melum analoqglar ilo miiqayisali

Misyyan edilmisdir ki, yevropiyum ionlar (Eu) ile aktivlesdirilmis galevi selenoqallatla
(SaGaySes:5%Eu) ozlerinin  unikal xassealerine gore optoelektronikada, lazer fizikasinde
enerjiya gonaatli isiglandirma sistemlarinin asasini tagkil edan ag isiq diodlari texnologiyasind

Dinya uzra elektrik enerjisinin 25-30% -nin tmumi isiglanmaya serf olunmasini nazare alaraq




hal hazirda asagi garginliklards isloeya bilon isiq manbalarinin axtarsi ¢ox aktualdir. Bu gin
bele manbalardan biri “isiq diodlar” —dir ki, bunlarin da tmumi iciglanma ticiin ¢cox slverislidir.
Bu tip ag isiq diodlarinin alinmasi iki yolla hayata kegirilir:

1. Mauxtslif rengli (qgirmizi, yasil, mavi) rangli isiq diodlarinin kombinasiyasi naticesinde ag
isigin ahinmasidir ki, bu da har bir isiq diodunun elektrik enerjisinin kontrolu hesabina
idara olunaraq muxtslif deqradasiya xarakteri kasb edirloar. Bu ise 6z novbasinda bu
asulun gatismamazlhigi kimi giymatlendirilir ve maliyye cehatdan baha basa galir.

2. Bu usulda tekca mavi rangli isiq diodu ile oziinds yasil ve qirmizi spektri shate edan
effektiv [iminofor materialin kombinasiyasindan istifade olunaraq effektif ag isiq alinir.
Bu ham qurgunun sadaliyi baximindan, hamginin maliyys cehatden uguz basa galir.

Bu sahadas tatbiq tsun liminoforlara qoyulan telabler: Liminofor,

1. UB, yaxin UB va mavi rengli isiq stalanni giacla udmal

2. yuksak kvant effektine malik olmali

3. luminessensiyanin sonmasi tez bir zaman (nsan.) aninda bas vermali

4. Luminessensiya yuxari temperaturlu olmal

5. termik ve kimyavi dayanigli olmal.
9sas natice ondan ibaretdir ki, eyni zamanda bir terkibli birlesmada effektiv yasil va qirmizi
stialanma veran ve yliksak rang koordinatlara malik liminofor materialin alinmasidir.

Prognozlara gors isiq diodlar tmumi isiglanma tgtin elektrik enerjisina ayrilan xarclori 2 dafe
azaldacaq ve yaxin 20 il arzinde 120 milyard dollara gadar genast olunacaq. Amerika
programina gore 2010-cu ile gader isiq diodlarina kegid naticesinda elektrik enerjisinda
olunan qenast teqriban 100 orta Afom Elektrik Stansiyasinin aldigi enerjiya baraber
olunacaqdir. Bark cisim islglanmasinda effektiv Ag isiq diodlarinin hazirlanmasi bir negs
illardir dinyanin aparici elmi laboratoriyalarinda va sirkatlarinda hayata kegirilir. Birinci ag isiq
diodlan 3 rangli (goy, yasil va qirmizi) isiq diodlarinin kombinasiyasi naticasinda alinir ve bu
zaman alinan isigin rangi har bir isiqg diodunun elektrik carayaninin kontrolu hesabina yaranir
ki, bu da bu metodun ¢atismazhg kimi ozinu goéstarir. Bela ki, bu Gsulda bircins ag isiqg almaq
astn har bir isig diodunun rangi uygun segilmakla yanasi, hemda har bir isiq diodunun idare
olunmasi muxtalif eletrik garginliyi taleb edir, mixtslif deqredasiyaya malikdirloar va farqli
temperatur asilligi kasb edirler. Sonda har bir isiq diodu 50% c¢evirma effektina malik olmalidir
ki, bu da tmumi tetbiq tgiin ¢ox ¢atindir. 2-ci isul ise, goy va ya ultrabandvsayi isiq diodu ile
liminoforlarin kombinasiyasi hesabina alinan ag isig metodudur. Bu halda luminoforlarin
asagidaki telablari 6demasi mutleqdir:

1. luminofrlar ultrabanévsayi, yaxin ultrabanovsayi ve goy rangli isiq sualarini gicli
udmaldir,

2. Yuksoak kvant effetina malik olmalidir,

3. Liminessensiyanin sénmasi tez bir zamanda (nsan.) bas vermalidir,
4. Luminessensiya yuxari temperaturlu olmalidir,

5. Termik va kimyavi dayaniqli oimahdir.

isiq diodlan asagidaki iistiinliiklora malikdirlar:

o Elektrik enerjisini az istifads edir ki, bu da floressent lampalardan 2 defe azdrr,
e Zohaerli maddalar (civa va. s.) istifada olunmuir,

e istismar middati cox béyiikdir, 100.000 saat,

o Kigik dlgliya malikdir ve yungiildir,

e Guclu qurgudur ve kévrak deyil.




iD-nin istehsalina qoyulan illik investisiya xarcleri yiiz milyon dollarlarla élgiliir ve alds olunan
gelirler investisiya xarclerini artiq 6tmisdir. iD-1 arxitektur obyektlerin dekorasiyasinda svez
edilmazdir. iD-nin ustinlikleri tekce onun enerjiya qenasti ile deyil, hamginin atraf mihitin
temizliyina va enerji istifadagilerinin xarclarinin azalmasina xidmat edir.

Layihanin naticalerinin emali (tecriibi) hayata kegirilmasi haqqinda malumat (istehsalatda
totbiq (tetbigin aktini slave etmsali); tadris ve tohsilde (nasr olunmus elmi asarlar vo s. — tohsil
sistemino tatbiqin aktini alave etmsli); baglanmis xarici miiqavilalar ve ya beynslxalq layihaler
(kimle baglanib, miiqavilonin ve ya layihenin nomresi, adi, tarixi ve dayeri); dovlet
proqramlarinda (dovlet orqaninin adi, gerarin nomrasi va tarixi); ixtira tlglin almmis

patentlards (patentin nomrasi, verilms tarixi, ixtiranin ad1); ve digarlarinds)

(burada doldurmali)

1. Layihanin naticalarindan galacak tadqiqatlarda istifads perspektivloari

Noticalorin istifadesi perspektivleri (fundamental, totbiqi ve axtaris-innovasiya yonlii elmi-
tedqiqat layiha ve proqramlarinda; dovlet proqramlarinda; dovlet qurumlarinin sahs tedqiqat
proqramlarinda; ixtira ve patent iiclin verilmis orizelords; beynoalxalq layiheslords; ve

digarlarindo)

1. CayBaxGaySsEu®" bark mahlullari ve CaGa,S4:Pr**, CaGasO7:Eu" birlesmalarinin
tedqiginden alde olunan naticaler asasinda geyd etmak olar ki, bu materiallar isiglandirma
texnologiyalarinda, rangli ekranlarin yaradilmasinda, berk cisim elektronikasinda ve muasir
doévrda boyiik telebata malik ag 1siq diodlarinin yaradiimasinda ugurla tetbiq oluna biler. Eu?*
ionlar ila aktivlesdiriimis qgelavi torpaq tioqallatlan isigin dalga uzunlugunun mavi-yasil
oblastindan sari oblastinda gadar intervalda idare olunan lazerlarin yaradilmasina imkan verir.
Bu tip lazerlari yarimkegirici optoelektronikada, spektroskopiyada ve lazer fizikasinda tetbiq
etmak mumkindir. Lantanoidlerle asqarlanmis materiallarin basga bir vacib tetbiq sahasi tibds,
sonayeda ve elmde tatbig olunan yiksek enerjili sialanmaya malik detektorlar Ugln
sintilyatorlarin yaradilmasidir.

2. CayBa.,GazS4:Eu?’, CaGayS4:Pr’* ve CaGasO7:Eu®" xalkogenid yarimkegiricilari isiq
spektrinin goérinan oblastinda intensiv stalanma numayis etdirirlor. Muxtalif manbalarden
hayacanlandirdiqda, genis temepratur intervallarnda FL spektrlerinin  formasinin ve
maksimumlarinin stabilliyi, heamginin birlesmalar (gin effektiv hayacanlandinci sianin dalga
uzunlugunun banévsayi ve mavi oblastda olmasi bu materiallarin kommersiyada GaN ve inGaN
diodlarinda taetbiq olunmasi ugiin perspektivli liminoforlar olmasini tasdiq edir.
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AZORBAYCAN RESPUBLIKASININ PREZIDENTI YANINDA
ELMIN INKISAFI FONDU

MUQAVILOYO SLAVO

Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Elmin Inkisafi Fondu
va Belarus Respublika Fundamental Tadqiqatlar Fondunun
qrantlarin verilmasi iizrs 2-ci Azarbaycan-Belarus birga beynalxalq
miisabiqgasinin (EIF-BGM-3-BRFTF-2+/2017) qalibi olmus
layihenin yerins yetirilmasi iizra

ALINMIS ELMiI MOHSUL HAQQINDA MOLUMAT
(Qaydalar iizra Olaves 17)

Layihanin adi: Nadir torpaq elementlari ils asqarlanmis enlizolaqli xalkogenid vo II-VI yarimkeciricilar
asasinda koherent vo koherent olmayan monoxromatik ve ag isiq manbalari

Layiha rahbarinin soyadi, ad1 ve atasinin adi: Tagiyev Oqtay Bahadir oglu

Qrantin moblagi: 25 600 manat

Layihenin némrasi: EIF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/01/1-M-04

Miiqavilanin imzalanma tarixi: 24 avqust 2020-ci il

Qrant layihasinin yerins yetirilme miiddati: 12 ay

Layihanin icra miiddati (baslama va bitmatarixi): 01 oktyabr 2020-ci il - 01 oktyabr 2021-ci il

Diqgat! Biitiin malumatlar 12 6lgiilii Arial srifti ils, 1 intervalla doldurulmalidir

1. Elmi asarlar (say1)

Tamliq deracasi Capa
" gebul Capa
Darc olunmus olunmus = gondorilmis
vaya
Elmi moahsulun novi capda
olan

1. | Monogqrafiyalar - - _

hamginin, xaricda ¢ap
olunmus

2. | Moaqalalor 11 8 3




homginin xarici nagrlorde 11 8 3
3. | Konfrans materiallarinda -
moagqalaler
O climladan, beynalxalq
konfras materiallarinda
4. | Moruzalarin tezislori 4 3 1
hamcinin, beynalxalq 3 2 1
todbirlarin toplusunda
5.  Digor (icmal, atlas, kataloq | -
Vo s.)
2. lxtira v patentlar (say1)
No  Elmi moahsulun novii Alimmis Verilmis Orizasi verilmis
1. Patent, patent almagq i¢lin arize
2. Ixtira
3. Semaroalasdirici toklif
3. Elmi tadbirlards maruzalar (say1)

No | Tadbirin ad1 (seminar, doyirmi Toadbirin Maruzenin Say1
masa, konfrans, qurultay, kateqoriyast novii  (plenar,
simpozium va s.) (0lkadaxili, dovatli, sifahi,

regional, divar)
beynolxalq)

1.

2.

3.
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